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反向二极管器件构建研究取得进展
。近日，中国科学院合肥物质科学研究院固体物理研究所功能材料研究室研究员朱雪斌课题组在
反向二极管(Backward diode)器件构建方面取得进展。以非简并透明导电半导体AgCrO2和In2O3分
别为p型和n型端构建出反向二极管整流器件，相关工作以Backward Diode Rectifying Behavior in
AgCrO2/In2O3为题发表在IEEE Electron Device Letters杂志上。 反向二极管在小信号整流、微波检
波、混频等领域有着广泛的应用。反向二极管是一类峰流很小的隧道二极管，其在正向低电压区
域，隧道电流很小，但在反向电压区域，随电压增加电流将迅速增加。目前，反向二极管基本由
简并半导体或近简并材料体系构成，从而需要重掺杂或厚度调制等导致器件构建复杂。 基于非
简并的透明导电p型半导体和n型半导体构建出全透明反向二极管将简化器件的构建并拓宽反向
二极管在微型器件中的应用。结合课题组已有透明导电p型AgCrO2薄膜和n型In2O3薄膜的研究基
础，课题组实现了AgCrO2/In2O3反向整流二极管的构建。研究结果表明，非简并透明半导体薄
膜AgCrO2和In2O3组成的反向二极管器件可实现103量级的反向/正向电流整流比，且具有小的隧
穿电流开启电压。该器件反向整流机制源自异质结中III型能带排布导致的带间隧道电流。 该工
作为探索基于非简并半导体的反向二极管器件构建提供了新思路。（来源：中国科学院合肥物质
科学研究院） 相关论文信息：DOI: 10.1109/LED.2020.2975005
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